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ROM (Read Only Memory)

 ROM hafiza birimi calismasi sirasinda sadece
okunabilir

* ROM =» non-volatile : enerjisi kesildiginde
verisi kaybolmaz

* 8086 reset vektorinde bir ROM vyerlesiktir



ROM Cesitleri

Masked ROM
PROM (programmable read-only memory)

EPROM (erasable programmable read-only
memory)

EEPROM (electrically erasable programmable
read-only memory)

Flash Memory



Masked ROM

 Uretim asamasinda programlanir

e Kullanici tarafindan yeniden programlanamaz

* Yuksek miktarda tretim icin uygun
maliyettedir



PROM

* Sigorta (fuse) link teknolojisi kullanir
e Kullanici tarafindan 1 kere programlanabilir

 OTP (one time programmable) olarak da
isimlendirilir



EPROM

e Kullanici tarafindan cok defa silinip yazilabilir

* Silme isleminde tum icerik silinir

e Silme islemi UV isik altinda 15-20 dk tutularak
yapilir Lk
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EEPROM

* Devrede programlanabilir
* Byte seviyesinde tekil silme imkani var



Flash ROM

* Yi8in olarak silinebilir
« EEPROM gore daha az esnektir
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4x4 ROM
Program:
Adr./Data

0-A

1-3
2—5
3—7




ROM Blok Diyagram

2" x m kapasiteli ROM
Adres ﬁ JARN RD
n CS <> Adres coziimleme
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RAM (Random Access Memory)

RAM =» volatile memory

Hizli okuma ve yazma

Bilgisayarda «main memory» olarak kullantlir
Random access vs. sequential access



RAM Cesitleri

 SRAM (static random access memory)
e DRAM (dynamic random access memory)



SRAM

* SRAM capraz eslestirilmis degil kapilari
kullanir.

* Hafiza bolgesine yeni bir veri yazilana kadar
enerjisi mevcut oldugu surece veriyi saklar



SRAM Hucresi
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SRAM -1 Yazma

e BL=1 and BL=0
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SRAM -0 Yazma Mantigi
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c WL=1

SRAM — Okuma Mantigi

B=X B=Y




SRAM Blok Diyagram

2" x m kapasiteli SRAM

> Adres RE < RD
5 B WE <> WR
— WE Ver: m CS <> Adres ¢oziimleme
— O RE m
—O CS




SRAM I¢
Yapisi
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DRAM

Kapasite + Transistor ciftlerinden olusur

Tuttugu lojik deger belirli araliklarla giincellenmek
zorundadir

Her bir hiicresi SRAM’a gore entegrede 4 kat daha
az yer kaplar

0 degeri kayipsiz saklanir, 1 degeri
glincellenmezse kaybedilir



DRAM Hucresi

bit line

transistor -L
e—— _______*
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Capacitor _—

holds charge =  1-bit DRAM cell

word line



DRAM — 1 Yazma Mantigi

Bit Line = 1

Word Line

Bit Line
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DRAM — 0 Yazma Mantigi

Bit Line = O Bit Line

Word Line Word Line
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DRAM - Giincelleme
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DRAM Blok Diyagrami

22" x m kapasiteli DRAM
RE < RD

RAS : row select

CAS (CS) : column select



CASH

DRAM I¢ Yapisi

Column address latch

DIN

RADR[11:0]

RASH

data buffer N N

Data-out
buffer
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Row

Addr ]

Latch
? row
drivers

DRAM storage cell matrix

Sense Amplifiers I—)_I—‘—)



8086 Adres Uzayi

8086 = 20 adres ucu, 16 veri ucu var
* Hafiza birimleri = 8 veri ucuna sahip

* 8086 —2 cift adresten 16 bitlik, tek adresten 8
bitlik, cift adresten 8 bitlik islemleri bir
okuma/yazma cevriminde yapmayi
desteklemeli



8086 Adres Uzayi

e 20 ucgile 2% = 1M hafiza
gozu adreslenebilir

* Hafiza birimi = birim
kapasite 1 byte (8 veri
ucu)

e 8086 adresleme
kapasitesi 2 1MB

1Mx8

1MB

Yerine

—>

512Kx16

1MB




8086 Adres Uzayi — cift adresten 8 bit islem

Odd Bank Even Bank
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8086 Adres Uzayi — tek adresten 8 bit islem

Ddd Bank Even Bank

X+ X
I » + 3 2




8086 Adres Uzayi — cift adresten 16 bit islem

Odd Bank Even Bank

+
-

X X
T x+3 - T  + 2

A1-A19 Da-D15

DO-D7

DO-D15



8086 Adres Uzayi — tek adresten 16 bit islem

BHE =0 A0 =1 BHE =1 A0 =20
Odd Bank Even Bank Odd Bank Even Bank

0005 Y1 [ITLITTAEARRTI 0004 0005 0004

0007 0006 0007 0006 |[LTIITITTTTITETI
0009 0008 0009 0008




Adres Cozimleme

* Hafiza ve |/O cipleri ortak veri ve adres
vollarini kullanir

* Bir seferde yola veri ¢ikan tek bir ¢ip saglamak
icin ADRES COZUMLEME kullanilir

* Hafiza ve I/O cipleri sadece belirli adres
araliklarina yerlestirmek icin ADRES
COZUMLEME gereklidir



Adres Cozumleme (AC)

AC lojigi ile hafiza birimi icin CS isareti Uretilir

A1-Ai hafiza biriminin adres uclarina baglanir
A(i+1)-A19 uclan AC lojigine girdi olur

M /IO ucu AC’de kullanilirsa = isolated 1/0

M /IO ucu AC’de kullanilmazsa = memory mapped I/O

AO, BHE AC’de kullanilirsa = seperate bank decoder
yontemi

AO, BHE; RD, WR isaretleri ile birlestirilerek
kullaniliyorsa = seperate bank strobe yontemi




Isolated I/O — Memory Mapped 1/0

FFFFFH FFFFFH

Memory

1MB
Memory

OFFFFH

64KB
/0

00OO00H 00OO00H 00000H

l/O 64K’k alan




Seperate Bank Decoder —
Seperate Bank Strobe

* Seperate Bank Decoder : Verilen adres
araligina giren cift ve tek adresler icin ayri ayri
CS uretilir

* Seperate Bank Strobe : Verilen adres araligi

icin CS Uretilir, cift ve tek adresler icin ayri
okuma/yazma isaretleri Gretilir



Seperate Bank Decoder — Seperate Bank Strobe
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Adres Cozimleme

* AC lojigiicin
— Cok girisli NAND kapisi
— Dekoder entegresi
— PAL, PLD (programlanabilir lojik elemanlar)



leme — 3x8 decoder (74138)
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Adres Cozimleme — 2x4 decoder (74139)
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